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Beschreibung 

Dynamische Speicherzelle 

Die Erfindung betrif ft eine dynamische Speicherzelle zur Ver- 
wendung in einem DRAM-Speicher . 

Bisher bekannte DRAM-Speicherzellen haben den Nachteil, dass 
sich wahrend einer Aktivierung in der Zeit, in der die Zell- 
ladung auf die Bitleitung fliefit, nur das Potential eine Bit- 
leitung eines Bitleitungspaares verandert wird. Der Potenti- 
alunterschied auf den Bitleitungen des Bitleitungspaares wird 
durch einen Ausleseverstarker verstarkt, in dem das Potential 
itiit der hoheren Ladung erhoht und das Potential mit der nied- 
rigeren Ladung erniedrigt wird. Das Auseinanderziehen der La- 
dungen auf den Bitleitungen des Bitleitungspaares ist nicht 
vollstandig symmetrisch, da ausgehend von einem Mittenpoten- 
tial nur eine der Bitleitungen mit der Speicherkapazitat ver- 
bunden wird, so dass sich zunfichst nur die Ladung einer Bit- 
leitung beim Auslesen der Speicherzelle Sndert. Dies fiihrt zu 
einem unsymmetrischen Auseinanderziehen der Ladungen wahrend 
des Verstarkens (Presensing) . 

Dieses Verhalten wahrend des Presensings fiihrt dazu, dass die 
Signalkopplung zwischen benachbarten Bitleitungen von ver- 
schiedenen benachbarten Bitleitungspaaren mit einem Vertwis- 
ten der Bitleitungen der Bitleitungspaares nicht vollstandig 
auszuschlieSen ist. Dagegen kann mit Hilfe des Vertwistens 
der Bitleitungen bei einem symmetrischen Verhalten bei La- 
dungstrennung in Presensing die negativen Einfliisse aus der 
Kopplung zwischen den Bitleitungen nahezu ausgeschlossen wer- 
den. 

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine DRAM- Speicher- 
zelle zu schaffen, die es ermoglicht, die negative Kopplung 
zwischen den Bitleitungen zu reduzieren. 
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Diese Aufgabe wird durch die dynamische Speicherzelle nach 
Anspruch 1 gelost. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in 
den abhangigen Anspruchen angegeben. 

Gemafi einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist eine 
dynamische Speicherzelle vorgesehen, die iiber ein Auswahlsig- 
nal auswahlbar ist und dessen Inhalt uber ein Bitleitungspaar 
mit einer ersten und einer zweiten Bitleitung auslesbar ist. 
Die dynamische Speicherzelle weist eine Speicherkapazitat 
auf , die mit einem ersten und einem zweiten Auswahl trans is tor 
verbunden ist. Abhangig von dem Auswahlsignal wird der erste 
Anschluss der Speicherkapazitat uber den ersten Auswahltran- 
sistor mit der ersten Bitleitung und ein zweiter Anschluss 
der Speicherkapazitat iiber den zweiten Auswahl trans is tor mit 
der zweiten Bitleitung verbunden, 

Auf diese Weise kann eine dynamische Speicherzelle geschaffen 
werden, bei der der Ladungsinhalt der Speicherkapazitat an 
beide Bitleitungen eines Bitleitungspaare beim Auslesen ange- 
legt wird. Vor dem Auslesen befinden sich die Bitleitungen 
des Bitleitungspaares auf einem gleichen Mittenpotential , das 
durch einen zuvor durchgeftihrten Ladungsausgleich entstanden 
ist. Dadurch wird beim gleichzeitigen Zwischenschalten der 
Kapazitat zwischen die Bitleitungen des Bitleitungspaares die 
Ladung einer der Bitleitungen vermindert und die Ladung der 
anderen Bitleitung um den gleichen Betrag erhoht . 

Auf diese Weise wird beim Auslesen einer Speicherzelle auf 
beiden Bitleitungen ein Signalverlauf erreicht, der im We- 
sentlichen genau entgegengesetzt , d. h. symmetrisch ist. So 
bewirkt eine im Wesentlichen in der Mitte vertwistete Bitlei- 
tung eines Bitleitungspaares, dass die entgegengesetzten sym- 
metrischen Signalverlauf e auf eine unvertwistete benachbarte 
Bitleitung eingekoppelt werden, so dass sich die eingekoppel- 
ten Signale gegenseitig kompensieren. 
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Es kann vorgesehen sein, dass die Speicherzelle integriert in 
einem Substrat aufgebaut ist. Die Speicherkapazitat xunfasst 
eine Grabenkapazitat , wobei ein innerer Bereich von einem Su- 
ISeren Bereich der Speicherkapazitat durch eine Isolations- 
schicht getrennt ist, um einen Kondensator zu bilden, Der 
erste Auswahl trans is tor ist mit dem inneren Bereich der Spei- 
cherkapazitat verbunden und der zweite Auswahl trans is tor mit 
dem auSeren Bereich der Speicherkapazitat, so dass bei Durch- 
schalten der Auswahl trans is tor en die Ladung des inneren Be- 
reichs auf die erste Bitleitung und die Ladung des auSeren 
Bereichs auf die zweite Bitleitung angelegt wird. 

Vorzugsweise werden dazu der erste und der zweite Auswahl- 
transistor vertikal beidseitig der Grabenkapazitat angeord- 
net. Durch die vertikale Anordnung der Auswahltransistoren 
bleibt der Fiachenbedarf fur die Realisierung einer solchen 
Speicherzelle sehr gering, so dass ein DRAM-Speicher mit sol- 
chen dynamischen Speicherzellen nicht gegenuber einem her- 
kOmmlichen DRAM-Speicher wesentlich vergrofiert ist. 

Zur Realisierung der vertikal angeordneten Auswahltransisto- 
ren kann aber der Grabenkapazitat ein Ansteuerbereich 
angeordnet sein, an den das Ansteuersignal angelegt wird. Der 
Ansteuerbereich ist vorzugsweise so gestaltet, dass er 
gleichzeitig als Gatebereich far den ersten und den zweiten 
Auswahl trans is tor dienen kann. 

Die Drain- /Source-Bereiche der Auswahltransistoren sind an 
der Grabenkapazitat so angeordnet, dass die Grabenkapazitat 
kontaktiert wird. Dabei kontaktiert der Drain- /Source-Bereich 
des ersten Auswahl transistor den aufieren Bereich der Spei- 
cherkapazitat und der Drain- /Source-Bereich des zweiten Aus- 
wahl trans is tors den inneren Bereich der Speicherkapazitat. 
Die jeweils weiteren Drain- /Source-Bereiche der Auswahltran- 
sistoren sind oberf lachennah angeordnet, urn sie mit den ent- 
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sprechenden Bitleitungen, auf die die Speicherladung ausgele- 
sen werden soil, zu kontaktieren. 

Bevorzugte Ausfuhrungsf ormen der Erfindung werden im folgen- 
den anhand der beigefugten Zeichnungen nSher erlautert. Es 
zeigen: 

Figur 1 ein elektrisches Schaubild mit Bauelementen einer dy- 
namischen Speicherzelle gemSS einer bevorzugten Ausfiihrungs- 
form der Erfindung; 

Figur 2 ein Ausschnitt aus einem DRAM-Speicher mit Speicher- 
zellen gemaS einer Ausf iihrungsf orm der Erfindung mit vertwis- 
teten Bitleitungen; 

Figur 3 einen Querschnitt durch ein Substrat mit einer integ- 
rierten dynamischen Speicherzelle gemaS der Erfindung; 
Figur 4 eine Draufsicht auf die Substratscheibe mit dynami- 
schen Speicherzellen gemSS der Erfindung, 

In Figur 1 ist eine erf indungsgemSSe dynamische Speicherzelle 
dargestellt. Die Speicherzelle weist einen Speicherkondensa- 
tor C auf, dessen erster Anschluss aber einen ersten Auswahl- 
transistor Tl mit einer ersten Bitleitung BLl eines Bitlei- 
tungspaares BLP verbunden ist. Ein zweiter Anschluss des 
Speicherkondensators C ist tiber einen zweiten Auswahl transis- 
tor T2 mit einer zweiten Bitleitung BL2 des Bitleitungspaares 
BliP verbunden. Steueranschlusse des ersten Auswahl trans is tors 
Tl und des zweiten Auswahl transistors T2 sind tiber eine Wort- 
leitung WL ansteuerbar. Die Auswahl trans is tor en Tl, T2 sind 
vorzugsweise als N-Kanal-Feldef f ekttransistoren ausgebildet, 
so dass bei einem HIGH-Potential auf der Wortleitung WL die 
Auswahl trans it oren Tl, T2 auf Durchlass geschaltet werden. 

Sind die Auswahl transistor en durchlassig, so flieSt die in 
der Speicherkapazitat C gespeicherte Ladung gleichermaSen auf 
die erste Bitleitung BLl und die zweite Bitleitung BL2 . Die 
beiden Bitleitungen BLl, BL2 des Bitleitungspaares BLP sind 
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zuvor durch eine nicht gezeigte Ladungsausgleichsrichtung auf 
ein Mittenpotential ausgeglichen worden. 

Die erste Bitleitung BLl und die zweite Bitleitung BL2 des 
Bitleitungspaares BLP sind an einem Ende mit einem Auslese- 
verstarker 1 verbunden. Der Ausleseverstarker ist so gestal- 
tet, dass er einen Ladungsunterschied zwischen den beiden 
Bitleitungen BLl, BL2 des Bitleitungspaares BLP detektiert 
und das Potential der Bitleitung mit der hoheren Ladung er- 
hoht und das Potential der Bitleitung mit der niedrigeren La- 
dung erniedrigt. Dadurch dass die in der Speicherkapazitat 
gespeicherte Ladung gleichermafien und gleichzeitig auf beide 
Bitleitungen angelegt wird, ergibt sich ein symmetrischer 
entgegengesetzter Signalverlauf um das Mittenpotential auf 
den beiden Bitleitungen. 

Daruber hinaus hat eine solche Speicherzelle den Vorteil, die 
beiden Bitleitungen BLl, BL2 eines Bitleitungspaares BLP beim 
Verbinden mit der Speicherzelle nun die gleiche Kapazitat 
aufweisen. Asyrametrien, die dadurch entstehen, dass die Spei- 
cherkapazitat nur in eine der Bitleitungen angelegt wird, 
kSnnen somit vermieden werden. 

Zudem verdoppelt sich die Hohe des Signals zwischen den Bit- 
leitungen BLl, BL2 des Bitleitungspaares BLP. Dies konnte 
entweder dazu genutzt werden, um die Signaleigenschaf ten zu 
verbessern und den Chip damit zuverlassiger zu machen oder 
auch um den Leistungsverbrauch zu reduzieren, in dem man 
z. B. das Mittenpotential halbiert . Daraus ergibt sich ein 
weiterer Vorteil, namlich, dass man den Leckstrom, der haufig 
nicht ohmisch d. h. nicht linear von der angelegten Spannung 
abhangt, iiberproportional durch Reduzierung der Zellspannung 
vermindern kann. 

In Figur 2 ist ein Ausschnitt aus einem DRAM-Speicher mit dy- 
namischen Speicherzellen gemaS der bevorzugten Ausfuhrungs- 
form der Erfindung dargestellt. Die in Figur 1 gezeigten Aus- 
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wahl trans is tor en sind in Figur 2 vereinfacht durch Punkte an 
den Schnittlinien zwischen den Wortleitungen WL und Bitlei- 
tungen BL sowie die Speicherkapazitat C durch einen Punkt auf 
der Wortleitung symbolisch dargestellt. Man erkennt, dass bei 
jedem zweiten Bitleitungspaar BLP die Bitleitungen in der 
Mitte vertwistet sind. 

Bin erstes Bitleitungspaar BLPl weist vertwistete Bitleitun- 
gen und ein zweites Bitleitungspaar BLP2 weist nicht -vertwis- 
tete Bitleitungen auf. Der Vorteil einer solchen Anordnung 
liegt darin, dass die erste Bitleitung des ersten Bitlei- 
tungspaares BLPl iiber eine Halfte benachbart zur ersten Bit- 
leitung des zweiten Bitleitungspaares BLP2 gefuhrt ist. 
Ebenso wird eine Halfte der zweiten Bitleitung BL2 des ersten 
Bitleitungspaares BLPl benachbart zur ersten Bitleitung des 
zweiten Bitleitungspaares BLP2 gefuhrt. Da zwischen benach- 
barten Bitleitungen Signaluberkopplungen auftreten, werden 
auf diese Weise werden die SignalverlSuf e auf einer Halfte 
der ersten Bitleitung und einer Halfte der zweiten Bitleitung 
des ersten Bitleitungspaares BLPl in die benachbarte erste 
Bitleitung des zweiten Bitleitungspaares gekoppelt, wobei 
durch die entgegengesetzten Signalverlauf e die Einkopplungs- 
signale gegeniaufig sind und sich gegenseitig kompensieren. 
Auf diese Weise kann ein Einkoppeln eines stSrenden Signals 
aufgrund von Signalverlauf en zwischen den Bitleitungen ver- 
schiedener Bitleitungspaare reduziert werden. 

Dies ist im Gegensatz zum Stand der Technik besonders vor- 
teilhaft, da durch die erf indungsgeinaSe dynamische Speicher- 
zelle ein syinmetrischer Signalverlauf erreicht werden kann. 

Da bei herkommlichen Speicherzellen nur eine der Bitleitungen 
mit der Ladung der Speicherkapazitat beaufschlagt wird, er- 
gibt sich ein unsymmetrischer Signalverlauf, so dass bei der 
in Figur 2 gezeigten Anordnung keine vollstSndige Kommpension 
der Ubergekoppelten Signale erreicht wird. 
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In Figur 3 ist ein Querschnitt durch ein Halbleiter-Substrat 
mit zwei integrierten dynamischen Speicherzellen gemSS der 
Erfindung dargestellt. Die Speicherkapazitat C ist als Gra- 
benkapazitat ausgeftihrt und durch einen inneren Bereich 10 
5 und einen SuSeren Bereich 11 gebildet. Der innere Bereich 10 
und der auSere Bereich 11 sind durch eine Isolationsschicht 
12 voneinander getrennt, so dass eine Kondensatoranordnung 
entsteht. Oberhalb der Grabenkapazitat ist ein Wortlei- 
tungsstack 13 angeordnet, der in elektrischer Verbindung mit 
10 einer Wortleitung 14 besteht. Die Wortleitung 14 verlauft in 
der gezeigten Darstellung senkrecht zur Schnittebene . Die 
Wortleitung 14, der Wortleitungsstack 13 und die Grabenkapa- 
1^ zitat 10, 11, 12 sind vorzugsweise vertikal tibereinander in 
dem Substrat integriert. 

15 

Auf einer ersten Seite des Wortleitungsstack 13 ist ein ers- 
ter Auswahl trans is tor Tl vertikal angeordnet, Auf der ersten 
Seite, d. h. benachbart der Wortleitung 14 verlSuft ein ers- 
ter leitender Bereich 15, der mit der ersten Bitleitung BLl 
20 verbunden ist. Der erste leitende Bereich 15 ist mit einem 

ersten Drain- /Source-Bereich 16 des ersten Auswahltransistors 
Tl verbunden. Der erste Drain- /Source-Bereich 16 ist vorzugs- 
weise n*-dotiert und von dem Wortleitungsstack 13 durch eine 
erste Isolation 17 getrennt. In vertikaler Richtung unterhalb 
^25 des ersten Source-Drain-Bereichs 16 ist ein erstes Kanalge- 

biet 18 des ersten Auswahltransistors Tl angeordnet. Die Iso- 
lation 17 zwischen dem ersten Kanalgebiet 18 des ersten Aus- 
wahltransistors Tl und dem Wortleitungsstack 13 ist als Gate- 
oxid 17 ausgebildet. 

30 

In vertikaler Richtung unterhalb des ersten Kanalgebiets 18 
befindet sich ein zweiter Source-Drain-Bereich 24, der mit 
dem inneren Bereich 10 der Speicherkapazitat in elektrischer 
Verbindung steht. Auf diese Weise ist ein erster Auswahltran- 
35 sist Tl ausgebildet, der uber die Wortleitung 14 ansteuerbar 
ist und die Ladung im inneren Bereich 10 der Speicherkapazi- 
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tat auf die erste Bitleitung BLl abhangig von einem Auswahl- 
signal auf der Wortleitung 14 anlegen kann. 

Auf einer zweiten Seite des Wortleitungsstack 13 ist ein Kon- 
5 taktierungsbereich 19 vorgesehen, der mit der zweiten Bitlei- 
tung BL2 (nicht gezeigt) verbunden ist. Uber einen zweiten 
leitenden Bereich 20 kann der Kontaktierungsbereich 19 mit 
einem dritten Source-Drain-Bereich 21 des zweiten Auswahl- 
transistors T2 verbunden werden. Der dritte Source-Drain-Be- 
10 reich 21 ist durch eine zweite Isolation 25 von dem Wortlei- 
tungsstak 13 getrennt. In vertikaler Richtung unterhalb des 
dritten Source-Drain-Bereich 21 befindet sich ein zweiter Ka- 
nalbereich 26 des zweiten Auswahltransistors T2 . 

15 Zwischen dem Wortleitungsstack 13 und dem zweiten Kanalgebiet 
26 des zweiten Auswahltransistors T2 verlauft die zweite 
Isolation 25, die ebenfalls als Gateoxid ausgebildet ist. In 
vertikaler Richtung unterhalb des zweiten Kanalgebiets 26 
befindet sich ein vierter Source-Drain-Bereich 22, der 

20 ebenfalls durch die zweite Isolation 25 von dem Wortleitungs- 
stack 13 getrennt ist. 

Der vierte Source-Drain-Bereich 22 befindet sich im Bereich 
der Grabenkapazitat , wobei jedoch zwischen dem inneren Be- 
.^25 reich 10 der Grabenkapazitat und dem vierten Source-Drain-Be- 
reich 22 ein Isolationsbereich 23 angeordnet ist. Stattdessen 
ist der vierte Source-Drain-Bereich 22 mit dem auSeren Be- 
reich 11 der Grabenkapazitat in elektrischer Verbindung. Auf 
diese Weise wird der auSere Bereich 11 der Grabenkapazitat C 
30 liber den zweiten Auswahl transistor T2 kontaktiert. Schaltet 

der zweite Auswahltransistor T2 , gesteuert durch das Auswahl- 
signal auf der Wortleitung 14 durch, so wird der aufiere Be- 
reich 11 der Grabenkapazitat iiber den Kontaktbereich 19 mit 
der zweiten Bitleitung BL2 verbunden. 

35 

Auf diese Weise wird eine Struktur geschaffen, bei der die 
Auswahl trans is tor en Tl, T2 vertikal angeordnet sind, so dass 
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keine VergroSerung des Flachenbedarf s bei der Realisierung 
einer solchen erf indungsgemaSen Speicherzelle zu erwarten 
ist . 

5 In Figur 4 ist eine Draufsicht auf ein Substrat mit integ- 

rierten dynamischen Speicherzellen gemaS der Erfindung darge- 
stellt. Der Ubersichtlichkeit halber werden die senkrecht 
verlaufenden Wortleitungen und die waagrecht verlaufenden 
Bitleitungen nicht gezeigt. Die Speicherzellen sind in Form 
10 von quadratischen Kastchen mit beidseitig angeschlossenen el- 
liptischen Auswahltransistoren Tl, T2 dargestellt. Die 
Schnittdarstellung der Figur 3 entspricht einer Schnittlinie, 
^ die gestrichelt in der Figur 4 eingezeichnet ist. 

15 Damit die Speicherzellen mit beiden Bitleitungen in Kontakt 
stehen, werden die ersten und die zweiten leitenden Bereiche 
15, 20 vorgesehen, wobei die ersten leitenden Bereiche 15 je- 
weils mit einem ersten Auswahl trans is tor verbunden sind und 
die zweiten leitenden Bereiche 20 jeweils mit einem zweiten 

20 Auswahl trans is tor T2 verbunden sind. 

Die leitenden Bereiche 15, 20 sind in einer LSnge vorgesehen, 
so dass mit Hilfe von Kontakt ierungen der erste leitende Be- 
reich 15 mit der ersten Bitleitung BLl und der zweite lei- 
^25 tende Bereich 20 mit der zweiten Bitleitung BL2 verbunden 
^ werden kann. Die Bitleitungen (in Figur 4 nicht gezeigt) ver- 

laufen waagrecht so uber die dargestellten Strukturen, dass 
die erste Bitleitung uber die Kontaktierungen 19 der ersten 
leitenden Bereiche 15 und die zweite Bitleitung iiber die Kon- 
30 taktierungen 19 der zweiten leitenden Bereich 20 verlaufen. 

Die Wortleitungen 14 verlaufen dazu rechtwinklig und zwar je- 
weils uber die Speicherzellenstruktur , urn den Wortlei- 
tungsstack 13 zu kontaktieren. 

35 Auf diese Weise ist es m5glich, eine verbesserte DRAM-Spei- 

cherschaltung zu schaffen, die ohne einen erhohten Flachenbe- 
darf auskommt und mit Hilfe von zwei Auswahltransistoren Tl, 
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T2 eine Speicherkapazitat C gleichzeitig mit zwei benachbar- 
ten Bitleitungen verbindet. 

Dies hat den Vorteil, dass die Signalverlauf e auf den benach- 
barten Bitleitungen eines Bitleitungspaares symmetrisch ver- 
laufen, so dass bei vertwisteten Bitleitungen das liberspre- 
chen auf der dazu nicht vertwistete Bitleitung zu 
eingekoppelten Signalen fuhrt, die sich gegenseitig kompen- 
sieren. 
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Patentanspruche 

1* Dynamische Speicherzelle, die liber ein Auswahlsignal 
auswShlbar ist und dessen Inhalt uber ein Bitleitungs- 
5 paar (BLP) mit einer ersten und einer zweiten Bitlei- 

tung (BLl, BL2) auslesbar ist, mit einer Speicherkapa- 
zitat (C) und einem ersten und einem zweiten Auswahl- 
transistor (Tl, T2), wobei abh&igig von dem Auswahlsig- 
nal ein erster Anschluss der Speicherkapazitat (C) liber 
10 den ersten Auswahl transistor (Tl) mit der ersten Bit- 

leitung (BLl) und ein zweiter Anschluss der Speicherka- 
pazitat (C) uber den zweiten Auswahl trans is tor (T2) mit 
der zweiten Bitleitung (BL2) verbindbar ist. 

2. Dynamische Speicherzelle nach Anspruch 1, wobei die 
15 Speicherzelle integriert in einem Substrat aufgebaut 

ist, wobei die Speicherkapazitat (C) eine Grabenkapazi- 
tat umfasst, wobei ein innerer Bereich (10) von einem 
auSeren Bereich (11) der Speicherkapazitat durch eine 
Isolationsschicht (12) getrennt ist, wobei der erste 
20 Auswahl trans is tor (Tl) mit dem inneren Bereich (10) der 

Speicherkapazitat (C) verbunden ist und der zweite Aus- 
wahl trans is tor (T2) mit dem auSeren Bereich (11) der 
Speicherkapazitat (C) verbunden ist, so dass bei Durch- 
schalten der Auswahltransistoren (Tl, T2), die Ladung ' 
j^?5 des inneren Bereichs (10) auf die erste Bitleitung 

(BLl) und die Ladung des auSeren Bereichs (11) auf die 
zweite Bitleitung (BL2) angelegt wird. 

3. Dynamische Speicherzelle nach Anspruch 2, wobei der 
erste und der zweite Auswahl trans is tor (Tl, T2) verti-- 

30 kal beidseitig der Grabenkapazitat angeordnet sind 

4. Dynamische Speicherzelle nach Anspruch 3, wobei ober- 
halb der Grabenkapazitat ein Ansteuerbereich (13) ange- 
ordnet ist, an den das Ansteuer signal angelegt wird. 

5. Dynamische Speicherzelle nach Anspruch 4, wobei der An- 
35 steuerbereich so gestaltet ist, \am als Gatebereich fur 

den ersten und den zweiten Auswahltransistor (Tl, T2) 
zu dienen. 
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6. Dynamische Speicherzelle nach Anspruch 3 oder 4, wobei 
der jeweils einer der Drain- /Source-Bereiche (16, 21, 
22, 24) der Auswahltransistoren (Tl, T2) an der Graben- 
kapazitat angeordnet ist, vun diese zu kontaktieren. 
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Zusainmen fas sung 
Dynamische Speicherzelle 

Die Erfindung betrifft eine dynamische Speicherzelle, die 
uber ein Auswahlsignal auswahlbar ist und dessen Inhalt uber 
ein Bitleitungspaar mit einer ersten und einer zweiten Bit- 
leitung auslesbar ist, mit einer Speicherkapazitat und einem 
ersten und einem zweiten Auswahl transistor, wobei abhangig 
von dem Auswahlsignal ein erster Anschluss der Speicherkapa- 
zitat uber den ersten Auswahl trans is tor mit der ersten Bit- 
leitung und ein zweiter Anschluss der Speicherkapazitat uber 
den zweiten Auswahltransistor mit der zweiten Bitleitung ver- 
bindbar ist. 



Figur 3 
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